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【はじめに】我々は、Mg2Si を用いた民生用の安価な短波長赤外線センサの開発を行なっている

[1-4]。過去に Mg2Si バルク結晶の劈開面へのショットキー接合の作製及び、J-V 特性評価によっ

て、Mg2Siの電子親和力 4.51[eV]が見積もられている[5]。今回、Mg2Siショットキーダイオードの

J-V 特性と、C-V 特性の評価によって Mg2Si の電子親和力の評価、及びそれぞれの特性から得ら

れた値の比較を行なった。 

【実験方法】Mg2Si 基板を鏡面研磨し、裏面には Au/Al を蒸着、熱拡散する事でオーミック電極

を作製した。表面にはメタルマスクを用いて、Au、Pdを抵抗加熱蒸着法、Niを RFマグネトロン

スパッタ法によって堆積させることでショットキーダイオードを作製した。素子の作製後、J-V、 

C-V測定を行ない、J-V特性および C-V特性から電子親和力を見積もり、値の比較を行なった。 

【結果と考察】Fig.1に J-V特性、Fig.2に 1/C2-V特性を示す。Fig.1より、すべての素子で整流性

が得られていることが確認できる。また、Fig.2より広い電圧範囲に渡って線形性が確認でき、概

ね界面近傍から均質なキャリア濃度の基板結晶とのショットキー接合が形成できていることが確

認できる。当日は Fig.1の J-V特性から求めた電子親和力と Fig.2の傾きから得られた電子親和力

との比較を行ない、値の妥当性の検討結果について報告する。 

 

Fig.1 J-V curves of Mg2Si Schottky diode.   

 

Fig2. 1/C2-V characteristics of Mg2Si Schottky 

diode. 
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